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енергій.

2. Research of changes of properties of subsurface layers of indium phosphide under action of hydrogen atoms
with thermal energy.

Реферат:
1. Дисертацію присвячено вивченню модифікації складу і властивостей приповерхневих шарів
напівпровідникового матеріалу та явищ у складній гетерогенній системі. Розглянута система, газова фаза
якої утворюється під дією розряду високої частоти у суміші молекул водню та води. Встановлено, що зміни у
складі фосфіду індію можуть розвиватися у двох напрямках: утворення на поверхні металевого шару індію та
збагачення приповерхневих шарів киснем. Напрямок розвитку залежить від співвідношення молекул водню
та води у газовій фазі. З'ясовано, що взаємодія атомарного водню з атомами напівпровідника стимулює
сублімацію молекул Р2 і підсилює дифузію атомів кисню в приповерхневих шарах. Встановлено, що
електрофізичні характеристики металевого шару індію є омічними. Розроблено методики до методу пошуку
екстремуму функціоналу термодинамічної функції, що дозволили застосувати його до моделювання



процесів в складній гетерогенній системі з підвищеним вмістом радикалів.

2. The dissertation is devoted to study of modification of composition and properties of subsurface layers of the
semiconductor material and phenomena in complex heterogeneous system. The gas phase of considered system is
formed by effect of high frequency discharge on a mixture of hydrogen and water molecules. It was established,
that the changes in composition of indium phosphide is able to develop in two directions: formation on the surface
of a metallic layer of indium and enrichment of subsurface layers by oxygen. The direction of development is
depended on a ratio of contents of hydrogen and water molecules in a gas phase. It was found, that the interaction
of atomic hydrogen with atoms of the semiconductor stimulates a sublimation of molecules P2 and enhancement
of oxygen atoms diffusion in subsurface layers. It was established that the electrophysical characteristics of
metallic layer of indium are ohmic. For the method of determination of an extremum of a functional of
thermodynamic function tech niques have been developed that allows using the method for a modeling of
processes in complex heterogeneous system with the high contents of radicals.
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